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Mechanwische Austubhrung

Gebdvsendt 1ILDEC /DIN

Gehavse < ors21off: ﬂ;{q////reram ;k

Gebause b ilache:
. NS
Anss tiluftd ohte 1otbar vzin,vgol

Greng.oeala
Koltektor t.s:5 Spannung
Koltekion £
Emitler D
Kollektoiste o

Verlustles g

"le1 Spannuing
Spannung:

Ten.perance reich (Lagerung):
Spevisitant Tomperatur
Lottemyp- v

A

e bei 25°C
s lrom.

Kennw
Kol'et,:

Empticy e tetronm
Grenrian.. |

Giarit.st -~ estarker-Faktor:
wedbs, Jerslatker-Faktor:
Ausgangsleistung”

Basis Siragsspannung.
Kollrxter speteschicht-Kapazitat:
Emvetter Seoracaducht-Kapazitat.
Waime lner aiderstand:
Warn.awids
zuldssige Fehlanpassung

itand:

A

Foumel-
zeichen

Ucso
U(;fé
Yepo
Plol
i

i,

th

N

.06
% 457
W Pt
§22 o 2,41
292 647 il
? 317
2 5 1 1
S| L e
gas )| 23
—‘8 ~ 11 33
e~ 8. — ., J
8 Iu 12§ } K
2527
max.
Wert MeBbedingung
" min 36V | 0,= 2 °C Ic = 50mA
min 16 v 80, = 25 °C c = 50mA
4V 0,= 25 °C Ic = 10mA
15 A | 9, = °C
23w | g, = °C
-55. .+150 'C
200 ‘C
245 o °c 1< 5 s
’ <10mA | Ugg= 1BV . -
A “CB = V. ﬂu = C
Hz '.‘(-E = Vv, 'C = Af = MH2
min. '¢. mox 26 | . = 5 V¢ = 1-a
Ugp = Ve = Al = KHz
=75 (typ. 820W | Ucg 125 V,Pjn- 18 W,t= 175 MHz
v | Alg = A
v | Alg = A
typ 200 pF | Ucg= 30 V.Ig = 0 Af= 1 MHz
pF UEB = V, 'C = A,’ = Mz
= 07 C' W
“C/mW
20:1 Ucg = 155 V,Pjp= 18W,f= 175 MHz

3
(GIFTIG)

5N 9625 Tell 2
BEACHTEN

Ubriaes “laktr Werte nach TRW Datenblatt ( Ausgabe 1980 )



Doppel-Transistor \
npn-Silizium

1. .Bizenschaften:
1.7, Werkstoff: (Gehduse): Metall JEDEC TO-5
.7.1.0berflache: ' zf/‘ DIN
‘e1.2.Anschlulldrahte: lotbar verzdnnt oder vergoldet
2. fggggg:_ggi_gé_g_lg_§z§§gmxennzng.‘)/ Wert : Meﬂbedlnvung
'.2.1.Kollexktor_Basis~Spng.: UcBo ,/j ks v Ic =710 uA,Ig= O
.2.2.Kollektor-Emitter-Spng.: ks v Ic = 10 mA,Ig= O
.i.2.53.Zmitter-Basis-Spannung: 6 Vv o Ig =10 uA,Ic= O
'3.2 L4, Temperaturbereich: -65 bis +20070
f .2.5.5perrschichttemperatur: +200 °C
; .2.6.Lttemperatur: +300 °C
i.2.7.Verlustleistung: / LOO mW = 25 C}beide Systeme
/// 300 mW _ 0%' 25 CJ)aur 1 Systen
1.3 :1952:-:?253_‘29&-25 ¥ - B
.3.1.Kollektor-Reststr m IcBo < 10 nA |Ugp= 4OV o
‘Y IcRo < 30 uA  |Ucp= 40 V,Ygpp= +150°C
.3.2.Emitter—Reststr6§4 IERo < 30 nA Ugg=. S5 V
" .3.3.Grenzfreyuenz: 1/ - > 60 MHz |Ucg= 5 V,Ig=500uA,f=30ME
. +3.4.Gleichstrom-Venstarkungsf. B . >150 Ucg= 5 V,Igc= mA
; B 60 bis 240 |Ugg= 5 V,Ig= 10uA
. .3.5. Verhaltnlsb¢e§ Gleich- B >100 Ucg 5 V,Ic=100p4 -
| stromverst%ykungs-Fakt.. B1/Bz 0,8 <+« 1,0 Uoo= 5 V,I.= 100uA
.3.6.Koll.-Sdtt¥gungsspng.: UCEsat < 0,35V |{Ic = .TmA,IB=0,1mA
.3.7.3asis-Emifter-Spannung: UBEon < 0,7V Ic =100uA,Ucg= SV
+3.8.Diff.d. 88518-Em1‘cter-5png. Algn | £0,015V Ic = 10uA,Ucg= 5V
.3.9. Temp.-Kbeff d. Differenz ' o
/ UBE1 = UBE2 T /UBE < 25 wV/°C|Ic = 10uA,UGcE= 5V, f£=1KHz
.3.10.KolYektorkapazitdts:: Co < 6 pF |Ig= O ,Ucm= 5V
.3.11.Rauschfaktor(Schmalband):| NF <, 4 db |Ic = 10uA,UcE= 5V,f= 1kiz
.3.12;Wﬁ}me-lnnenwiderstand: Rthg 0,23 C/mﬂ}>nur 1 0,1 C/m beide
3.13.Hérmewiderstand: Rtpy O, 58°C/uy [ System  0,44°C/mW [ Systeme
1‘4'//9EE5%93-3}5535;?3{33-25321 SGS-Datenblatt v. 27.11.64




7 lransisier
npn Silicium
mc  K5008 TR
» PRI ! s :
Kmc 09 - o emmE R
~c - 1970 S .y | e ceat e _
B;@ | L
~g ' f— g
_T-‘——:;r__—- Tavw]
1. Eigenschaftzn 5-*{_}_ i , f-_’ )
. R T
11. Mechanische Ausfihrung . o * £asc /
111. Gehsuseart: JEDEC 10 72 /OIN ) : / /AR S
1.1.2. Gehausewerksioff: Metall v e .
1.13. Gehzuseoberfliche:Metall
‘1,14, AnschluBdrahie 15tbar vzin/vgol
Fo.rmel- Wert Mebbedingung
2  Grenzwerte zeichen
12.1. Kollektor-Basis-Spannung: Uceo 5V Jhy= C
122 Kollektor-Emitter-Spannung: Ucko . 12 V 9= °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: Ugso 2,5V {0, = °C .
124, Kollektorstrom: lc 0 mA jhu= eC
1.235. Verlustleistung: Piot 200 W 1h = 25 °C
28 Temperatuibereich (Lagerung): B -55his+230 °C
c 1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: Uj max. 200 <C
128 Lottemperatur: 0 745 ¢C t<9s
- I S B
13. Kennwerte bei 25°C )
1.3.1. - Kollektor-Reststrom: IcBo <0,05p A U= 15
v lcpo — A {lUcs= V, By = sC
4132 Emitter-Resistrom: . lEpo — A |Ugn= Y
1.3.3. Grenzfreguanz: tr/f 2 Hz {Ucg= vV, lg = Af= Iz
1.34. Gleichstrom-Verstdrker-Faktor: B 20..%00 Ueg = TV, i = 3 mA
135. Wechselstrom-Verstirker-Faktor: hee ’ . Uce = V,ig= Af= P
1.385. Kollektor-Sittigungsspannung: UcEsat — V {ig = A lg == A
_ ‘Ucksat — V Jig = Aip = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: UBEsat ] — ¥V 1l = Alg = A
1.38. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs _<_ 1,0 pF jUie = 0V, g = C A f=1
1.38. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: ~ Ckgs — pF {Upp = V,ic == A= Nipiz
1.3.10. Wirma-innenwiderstand: Ring 1,72 °C/mW
1.3.11. Waimewiderstand: Rivu _ 1,74 °C/mW
1.3.12.Rauschzahl F < 1,k a8 1 e
1.3.13. Leistungsverstarkung S Vp 5 @8 | Uee = 6"’7 Ig = 0,7mA, T = €04z
A . .

14. Obrige elektr. Werte nach KMC~Datenblatt



Zener-Diode

et et——
TRW LVAG NN Nertor {54
. Neukonstr, {
1971 74
? P @
e Aat '2\ 9@
3 s
LN A
s S
1. Eigenschaften i i |
| | I | 7.
1.1, Mechanische Ausfiihrung : ! L,
111,  Gehiuseart: JEDEC DO 7 /DIN iy 75— 254 ——
1.1.2. Gehausewerkstoff: Glas ”
1.1.3.  Gehauseoberflache: btau lackiert
1.1.4.  AnschluBdrahte l6tbar vzin
_ : Formal- Wert MeBbedingung
zeichen
12 Grenzwerte
1.2.1.  Durchbruchstrom: Iz - Al 8 = °C
1.2.2. Verlustieistung: P 400 mW { §, = 25 °C
- Wl §g = °C
1.23. Temperaturbereich (Lagerung): &5 -65 bis +175 °C
1.2.4.  Sperrschichttemperatur: 8 -55 bis +150 °C
1.2.8. Léttemperatur: i) 245 °c t =S 5 s
1.3. Kennwerte bei 25 °C -
1.3.1.  Durchbruchspannung: U, 6,46 bis 714 3 Iz = 1 mA
1.3.2. Differenzieller Durchbruchwiderstand: Ty = 50 k7 Iz = 1 mA
1.3.3. DurchiaBspannung: Ur = 45 \ g = 200 mA
1.3.4. Sperrstrom: I3 = 0,05 pA | U = 5 v
1.3.5. Thermischer Widerstand: Runu -  °C/mw
: RiG - °C/mW
1.3.8. Rauschspannung: URausch  ° =4 opv/ -\/E Iz = 250 pA




h Zener-Diode ~

TRW LVA 100 Nf Nicht far

Neukonstr.
- 1974

; , Kathode
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- Sl
1. Eigenschaften ‘ ¥ S SO .y
i R ' t
1.1. Mechanische Ausfiithrung f ! 09 l
11.1. Gehauseart: JEDEC DO- 7 /DIN ~ 57514 ~-6.73 254 —e—i
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Glas . mun.
1.1.3. Gehauseoberflache: blau lackiert
1.1.4. AnschiuBdrahte l6tbar vzin = I
. ' ormet- Wert MeBbedingung
zeichen
1.2 Grenzwerte
1.2.1.  Durchbruchstrom: Iz = Al 8, = °C
1.2.2.  Verlustleistung: P 400 mw | §, = 25 °c
P - W 'BG = °C
1.23. Temperaturbereich (Lagerung): 9 - 65 bis + 175 oQ
124. Sperrschichttemperatur: ¥ - 55 bis + 150 oc
1.28. Léttemperatur: : 9 245 cclt S 5 s
1.3. Kennwerte bei 25 °C ) _
1.3.1.  Durchbruchspannung: U, 9,5 bis 10,5 v Iz = 1,0 mA
1.3.2. Differenzieller Durchbruchwiderstand: I = 100 G2 Iz = 1,0 mA
1.3.3. DurchlaBspannung: Ur = 1,5 Viig = 200 mA
1.3.4. Sperrstrom: Ie = 0,01  pA | Uy = 90 v
1.3.5. Thermischer Widerstand: Rihy — °C/mW
: R?hG - °C/mW
1.3.6. Rauschspannung: YRauseh = 4 ”V/{T-E lz = 250 HA




1.1,

1.2

1.3.

1.3.7

1.1
1.1.2
1.1.3.
1.1.4.

1.2.1.
1.2.2.

1.23.
1.2.4.
1.2.8.

13.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

Zener-Diode

Eigenséhaﬂen

Mechanische Ausfihrung
Gehauseart: JEDEC DO 7 /DIN
Gehausewerkstoff: Glas
Gehiuseoberfliche: blau lackiert
AnschluBdrahte l6tbar vzin

"Grenzwerte

BDurchbruchstrom:
Verlustleistung:

Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschichttemperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25 °C
Durchbruchspannung:

Differenzieller Durchbruchwiderstand:

DurchlaBspannung:
Sperrstrom:
Thermischer Widerstand:

Rauschspannung:

Max Spannungsdifferenz:

TRW (VA 362A
19 74

NN

Nicht for
Neukonstr.

l ‘¢g“rqza

»_J _g. c2_5/ to0s8

by
1
r-—{ 254 728
A 873 25 4
Gy min.
Formel- .
Wert MeBbed
zeichen fngung
IZ - A 9@ = QC
P 400 mW | 9, = 25 °c
P - Wl 8g= og
s -65 bis + 175 °Cc
9 -55 bis + 150 °c
H 245 clt = 5 s
U, 5,83 his 6,51 v ;o= 1,0 A
Iz = 45 R = 1,0 mA
Ur = 15 Vi = 200 mA
Ig 0,5 HA | Uz = 5,6 v
RthU - °C/mwW
Rug —  °C/mw
URausch ’ = 1,0 L"V’-{Hz' Iz = 250 B A
AUy S 100 mV | I; = 10 yAbis 1mA

54




1

i

 Digde

! Sem

1972 |

tech M20
l
1

- -;*—‘ - r!_—m" ey 23
@ ! f lo -
s ol
- |
o ' 318 4,2 31,8 !
‘ 254 ' 3,6 256
1 Eigenschaiten
1.1. Mechanische Ausfuh}ung:
11.1.  Gehauseart. JEDEC /OIN
112 Gehausewerkstoff: Hermetisch dichte -
1.1.3.  Gehauseobertiache. Dioden in "Metoxilite ”
1.1.4.  AnschiuBdrahte |15tbar verzinnt/vergoldet
Formel- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte; zeichen
1.2.1. Sperrspannung: Ug - v lg = - AP, = — oC
1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: Ugso siehe Tgbelle V #,= =— °C
1.23  StoBspannung: Ugsioss - v b, - °C
1.24. Richistrom: lo 125 mA v, = 55 °C
125 Richtstrom: lo 67 mA §,= 100 °C
126. DurchiaB-StromstoB: Iesross 7 A 8, = 25 °Ct= 83 ms
1.2.7.  Verlustieistung: P - W 9,= — °C
1.2.8. . Temperaturbereich (Lagerung): 9, -193,8 bis 200°C
~1.28— —Sperrschichitemparatue: - B S T 2000 °C_. | ——
1.2.10  Lottemperatur: 0 230 °C t= 7 s
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  DurchiaBspannung : Ug =5 v e = 125mA
1.3.2.  Sperrstrom: IR S 01 pA Uggp s.Tab. V
Iy 57 paA Uggs s-Tab. V.3, = 100 °c
13.3. Sperrwiderstand: Rg - Q Up= — V
1.3.4. Thermischer Widerstand: R = °C/mW
1.3.5. Sperrschicht-Kapazitit: C; S 2 pF Ug= 100 V.f = - Hz
13.6. Gehause-Kapazitat: Co pF
1.3.7.  Rickwartserhoizeit: te 2 us le = 50 mAautly= 100 m A
: gemessen bei g = 25 mA
1.4. Ubrige elektr.Werte nach Semtech- Datenblatt R 96 (3.1.72)
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: . sxmtescoh ‘ ’r\] \{‘ {~l-.tz:2rf.:::lr. _:'""_""'";
i $0,53£0,65 flﬂ ?f‘ = ‘ e :
_5’:¢L!—' [ ~ |
' 3,8 4,2 31,8
25,4 360 254

1. Eigenschelien

1.1 Mechanische Lusfihrung:
1.1.1.  Gehduscant: JEDEC . {DIN

112, CGundusewcrksis!l: Hermelisch dichte
1.1.2.  CGehdusecberfidchs: Dioden in  Hetoxilite’
1.14. n3chiv3drdhte 16t ar verzinntverge!d ot

>

2 5~ ;
ro,'m{" ) Wert "~ MeBbadingung
zgichen

1.2 renzwerte:

0 o

1.21.  Sgarrspannung: : Ui v Iy = Ay = €C
1.2.2.  Spizen-Sperrspannung: . (L 5 &V O = °c
125, Guwlspannung: Uistass v fy = °c
124,k rA fiy= 55 °C

oM. lo ‘2
Ltstrem: ) &

5
.25, 7 mh o= %€ ©C
1.26.  [chlai-Slromstiof: " Lgese X A te= 25 °C,t= &3 1.3
1.27.  Veriusticistung: ' ) P ’ W 9, == °C

1.26.

natvrbereivh (Lagerunc): Ty ~193,8..... 2 {03

£ 265 ¢C
day i =
SN SUNE . ST gL A 230 e . liE '
- - U S s
D [ e
1.5, L N -
1.0 U = Soowv R DA R Rt
L < . 4 - [N
152, i 22 40 pA U= & i —
-2 . ot . 4Tt
ir = VAR TR U, RN OF s
155 L Q U = \
154 el : BXN Seany
135 ¢ = opt (U L U b
154, Co P8
1A \; 2z ps o o
geme b st

1.4. Obrige eleitr.Werte nach Semtecn BRatenblatt R96 (3.1 72)




